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Przy rozpuszczaniu substancyj w ro¬
dzaju, np., kamienia wapiennego zapomocą
kwasu, np., azotowego, powstają gazy,
głównie kwas węglowy i tlenki azotu, któ-
re należy odsysać.

Okazało się, że zabieg ten dla pewnych
substancyj, a zwłaszcza pewnych rodzajów
wapniaka, nie czyni zadość wszelkim wy¬
maganiom. W myśl wynalazku, wadzie tej
można zaradzić w ten sposób, że celem u-
suwania piany, powstającej w procesie roz¬
puszczania, odsysanie uskutecznia się z
części górnej wieży, co zapewnia jednocze¬
śnie korzyść zupełnego zniweczenia piany.
Odsysanie prowadzi się wówczas bądź to

przez sito, bądź przez naczynie do skrapla¬
nia, umieszczone ponad wieżą lub w niej
samej i zawierające odpowiedni kwas, np.
kwas azotowy.

Rysunek przedstawia dwie odmiany wy¬
nalazku w postaci schematycznej.

Wieża rozpuszczająca a napełniona jest
mniej więcej do połowy kamieniem wa¬
piennym b. Powyżej znajduje się prze¬
strzeń, wypełniająca się pianą. Powstające
przy rozpuszczaniu gazy odsysa się bądź
to, według fig. 1, przez umieszczone ponad
wieżą naczynie d z kwasem, bądź, według
fig. 2, przez kwas rozlany w samej wieży
na dnie rozdzielczem e. Jak wykazały do-



świadczenia osiąga się przytem bardzo sku-
sieczne niweczenie piany.
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zastrzeżenia patentowe.

1, Sposób rozpuszczania w wieżach za-
pomocą kwasów kamienia wapiennego lub
innych substancyj, wytwarzających przy
rozpuszczaniu gazy i pianę, znamienny tern,
że powstające przy rozpuszczaniu gazy od¬
sysa się z górnej części wieży.

2. Sposób według zastrz. 1, znamien¬
ny tern, że niweczenie piany uskutecznia
się w drodze odsysania gazów przez roz¬

puszczalnik płynny zawarty w naczyniu
(d), umieszczonem ponad wieżą rozpu¬
szczającą (a).

3. Sposób według zastrz. 1, znamien¬
ny tern, że niweczenie piany uskutecznia
się w drodze odsysania gazów przez rozpu¬
szczalnik płynny zawarty w samej wieży
rozpuszczającej (a) na dnie rozdzielczem
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